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１．概要（Summary） 

高アスペクトの Si 回折格子の作製検討を行った。ボッ

シュプロセスの条件最適化を行うことで、幅 5 µm、深さ

300 µmのSiを 20 µmピッチで作製することに成功した。

Si 壁の垂直度も良くダメージもほぼ見られない良好な結

果を得た。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

高速大面積電子線描画装置 

塩素系 ICP エッチング装置 

ステルスダイサー 
高速シリコン深掘りエッチング装置 

 
【実験方法】 

Si 基板上に Al スパッタし、その上にレジストを塗布し

EB露光によって 5 µm/15 µmのL&Sのレジストパタンを

作成した。次に塩素系エッチング装置にて Al をパターン

化することでAlマスクをSiウェハー上に形成した。最後に

シリコン深堀り装置により、Si を 300 µm の深さになるまで

エッチングを行った。形状評価は自社の SEM にて、サン

プルを割断し断面観察することで実施した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製後の形状を Fig. 1 に示す。300 µm の深さに渡っ

て垂直にSiを深堀りし高アスペクト回折格子を作成するこ

とができた。最終的には 500 µm まで掘り進めたいが、現

時点ではこれ以上の深堀では先端部にダメージが発生す

る課題を抱えており 300 µm にて回折格子の評価を進め

る予定である。 
 

 
Fig. 1 Crossection image of Si deep-etching 

今後の更なる高アスペクト化に向けては、ボッシュプロ

セス条件の最適化を進めることで先端ダメージをなくしつ

つ、垂直に深堀できる保護膜の形成方法を見出す計画で

ある。 
 
４．その他・特記事項（Others） 
装置の日々のメンテナンス、トラブル対応をして下さっ

ている方々に深く感謝いたしております。ありがとうござ

います。 
 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
なし。 

 
６．関連特許（Patent） 
なし。 
 


